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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 29.19.11

Тема дисертації:
1. Мікропластичність алмазоподібних кристалів (Si, Ge, GaAs, InAs)

2. Microplasticity of diamond-like crystals (Si, Ge, GaAs, InAs)

Реферат:
1. Об'єкт - Si, Ge, GaAs, InAs з дислокаціями і без них; мета - встановити фізичні закономірності і виявити
структурно-кінетичні особливості низькотемпературної (при Т < 0,35Tпл) мікропластичної деформації
приповерхневих шарів алмазоподібних кристалів при малих і середніх рівнях напружень (? 400 МПа); методи
- мікроіндентування поверхні, одноосьове навантаження (однократне, циклічне, програмоване, у тому числі
з ультразвуковим опроміненням), лазерне опромінення; використання оптичної та електронної мікроскопії,
рентгеноструктурний аналіз; новизна - вперше показано, що при низьких температурах деформації рух
дислокацій спостерігається лише у тонких приповерхневих шарах кристалів і зумовлений їх переповзанням;
результати - проаналізовано гетерогенний механізм зародження дислокацій, виявлена анізоторопія
мікропластичності у кристалах Ge, досліджено вплив дислокацій на електричні властивості Ge і Si p-n-
переходів, запропонована нова модель утворення періодичної структури дислокацій при лазерному
опроміненні Ge, розроблені комп'ютерні програми для розрахунку температурних полів на поверхні Ge в
околі лазерної плями та часу життя нерівноважних носіїв заряду, інжектованих через дефектний



приповерхневий шар углиб кристала; галузь - фізика твердого тіла

2. The object is monocrystals Si, Ge, GaAs and InAs; the aims is to solve the problem of microplastic deformation of
cristals at stress ?400 MPa in the area of low temperatures; the methods: microindentation, uniaxial pressing, laser
radiation; optical and electronic microscopy, X-ray topography; innovation: investigations of the low-temperature
(T<0,35 Tmelt) microplastic deformation of monocrystals at small and average levels of stresses (?400 MPa); results
- the heterogeneous mechanism of the origin of prismatic dislocations' loops on the interphase surface of
inclusion with matrix has been analysed, new experimental results of the defects influence, created through
microplastic deformation, on the electric Ge - properties (conductivity, delay time of nonequilibrium change
carriers) and Si p - n-junctions have been received; area of use: solid state physics.
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